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Polierte Halbleiterscheibe und Verfahren zu deren Herstellung 

Gegenstand der Erfindung ist eine polierte Halbleiterscheibe 
fur die Herstellung elektronischer Bauelemente mit einer Vor- 
derseite und einer Ruckseite und einem Rand, der den Umfang der 
Halbleiterscheibe bildet und Teil einer mit einem Profil ver- 
sehenen Kante der Halbleiterscheibe ist. Die Halbleiterscheibe 
besitzt eine polierte Vorderseite, in die die Bauelemente ein- 
gearbeitet werden. An die Ebenheit der Vorderseite werden 
strenge Anf orderungen gestellt, die aufierordentlich hoch sind, 
wenn beabsichtigt ist, elektronische Strukturen mit Linienbrei- 
ten von 0,1 \im oder kleiner unter zubringen (< 0,1 \xm Technolo- 
gie) . Urn eine moglichst grofte Anzahl von solchen Schaltkreisen 
integrieren zu konnen, muss die notwendige Ebenheit moglichst 
nahe bis an den Rand der Vorderseite gewahrleistet sein. 

Die meisten Anstrengungen, urn die Ebenheit der Seitenf lachen 
der Halbleiterscheibe im Allgemeinen und der Vorderseite im 
Speziellen zu steigern, konzentrieren sich konsequenterweise 
auf Teilschritte der Herstellung einer Halbleiterscheibe, wel- 
che die Ebenheit beeinf lussen . Das sind insbesondere Schritte, 
wie das Lappen und/oder das Schleifen und das Polieren einer 
oder beider Seitenf lachen . Mindestens eine Politur, ausgefuhrt 
als Einseiten- oder als Doppelseitenpolitur findet praktisch 
immer statt. Wie die EP-1119031 A2 verdeutlicht , konnen sich 
aber auch Teilschritte wie das Atzen der Seitenf lachen auf die 
Ebenheit, insbesondere auf die Ebenheit im Randbereich der 
Seitenf lachen, auswirken. Eine Halbeiterscheibe wird ublicher- 
weise vor einer ersten Politur geatzt, urn Beschadigungen der 
Oberflache, die eine vorhergehende formgebende Bearbeitung, 
beispielsweise durch Schleifen und/oder Lappen der Halbleiter- 
scheibe hinterlasst, zu entfernen. In der genannten Patentan- 
meldung wird berichtet, dass mit einer Erhebung im Randbereich 
der polierten Vorderseite der Halbeiterscheibe zu rechnen ist, 
wenn die Halbleiterscheibe wahrend des Atzens einem Strom eines 
fliissigen Atzmittels ausgesetzt ist, der gegen die Kante der 
Halbleiterscheibe gefuhrt wird. Urn diese Wirkung zu vermeiden, 
wird vorgeschlagen, vor die Kante der Halbleiterscheibe einen 
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Schild zu platzieren, der verhindert, dass das Atzmittel direkt 
auf. die Kante der Halbleiterscheibe auftreffen kann. Hinsicht- 
lich eines Potenzials zur gezielten Beeinf lussung der Ebenheit 
einer Halbleiterscheibe in deren Randbereich, insbesondere in 
Bezug auf eine Eignung der Halbleiterscheibe fur die < 0,1 pm 
Technologies gibt die Druckschrift keine Anregung. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine solches 
Potenzial auf zuzeigen . 

Es wurde namlich gefunden, dass die durch eine Politur zu er- 
reichende Ebenheit im Randbereich einer Halbleiterscheibe durch 
vorheriges Atzen der Halbleiterscheibe gezielt beeinflusst wer- 
den kann. Dies ist ein uberraschendes Ergebnis, denn bisher war 
selbst bei Anwendung des in EP-1119031 A2 aufzeigten Verfahrens 
eher davon auszugehen, dass beim Atzen der Halbleiterscheibe 
deren Geometrie negativ beeintrachtigt wird und es allenfalls" 
durch eine optimierte Politur moglich sein wird, diese negative 
Wirkung teilweise aufzuheben. 

Gegenstand der Erfindung ist eine polierte Halbleiterscheibe 
mit einer Vorderseite und einer Ruckseite und einem Rand R, der 
mit dem Abstand eines Radius von einem Zentrum der Halbleiter- 
scheibe entfernt liegt und einen Umfang der Halbleiterscheibe 
bildet und Teil einer mit einem Profil versehenen Kante der 
Halbleiterscheibe ist, die dadurch gekennzeichnet ist, dass 
eine maximale Abweichung der Ebenheit der Ruckseite von einer 
idealen Ebene in einem Gebiet zwischen R-6mm und R-lmm der 
Ruckseite 0,7 pm oder weniger betragt. 

Wie die Erfinder festgestellt haben, ist die beanspruchte Geo- 
metrie der Ruckseite der Halbleiterscheibe ein wesentliches 
Merkmal, um die Halbleiterscheibe fur die < 0,1 pm Technologie 
tauglich zu machen. Dieses Ergebnis war ebenfalls nicht zu er- 
warten, da hinsichtlich moglicher minimaler Linienbreiten von 
elektronischen Strukturen die Ebenheit der Vorderseite im Mit- 
telpunkt des Interesses steht. Die Erfinder haben ferner fest- 
gestellt, dass es bei der Herstellung einer Halbleiterscheibe 
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mit der beanspruchten Ruckseite wesentlich ist, den Atzschritt 
vor einer ersten Politur in bestimmter Weise auszufuhren. 

Gegenstand der Erfindung ist daher auch ein Verfahren zur Her- 
stellung einer polierten Halbleiterscheibe, umfassend minde- 
stens eine Behandlung der Halbleiterscheibe mit einem flussigen 
Atzmittel und mindestens eine Politur von mindestens einer Vor- 
derseite der Halbleiterscheibe, wobei das Atzmittel wahrend der 
Behandlung auf eine Kante der Halbleiterscheibe zustromt und 
wobei die vom Atzmittel angestromte Kante der Halbleiterscheibe 
gegen ein direktes Auftreffen des Atzmittels auf die Kante min- 
destens teilweise abgeschirmt wird, das dadurch gekennzeichnet 
ist, dass die Kante der Halbleiterscheibe entlang einer Strecke 
abgeschirmt wird, die sich in Richtung einer Dicke d der Halb- 
leiterscheibe erstreckt und mindestens d + 100 pm lang ist. 

Die Ausfuhrung des Atzschrittes in diesem Verfahren bewirkt, 
dass eine Halbleiterscheibe erzeugt wird, deren Vorderseite und 
deren Ruckseite bis in den Randbereich hinein besonders eben 
20 ist. Bei der sich anschlieftenden Politur wird die Ebenheit von 
mindestens der Vorderseite optimiert, wobei die verbesserte 
Ebenheit der Ruckseite dafiir verantwortlich ist, dass dies 
uberhaupt moglich ist. Denn die Ebenheit der Vorderseite einer 
\\ Halbleiterscheibe kann durch eine Politur kaum verbessert wer- 
1,5 den, wenn die Ebenheit der Ruckseite der Halbleiterscheibe 

vergleichsweise maftig ist. Erf indungswesentlich ist, dass die 
vom Atzmittel angestromte Kante der Halbleiterscheibe nicht nur 
mindestens teilweise vor dem anstromenden Atzmittel abgeschirmt 
wird, sondern dass die abschirmende Wirkung einen Bereich vor 
30 der Kante der Halbleiterscheibe erfasst, der, in einer Richtung 
betrachtet, die senkrecht zur Stromungsrichtung des Atzmittels 
und parallel zur der Dicke der Halbleiterscheibe liegt, mindes- 
tens eine Lange hat, die der Summe der Dicke der Halbleiter- 
scheibe und einer Lange von 100 ym entspricht. 

35 



Gegenstand der Erfindung ist daher auch eine Anordnung beste- 
hend aus einer Halbleiterscheibe und einem Schild, der vor 
einer Kante" der Halbleiterscheibe platziert ist und die Kante 
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der Halbleiterscheibe gegen ein auf die Kante zustromendes 
flussiges Atzmittel mindestens teilweise abschirmt, wobei die 
Kante der Halbleiterscheibe mit einem Profil versehen ist, das 
sich von einem inneren Profilende E iiber eine Lange p bis zu 
5 einem Rand R der Halbleiterscheibe erstreckt, und der Rand mit 
dem Abstand eines Radius von einem Zentrum der Halbleiterschei- 
be entfernt liegt und einen Umfang der Halbleiterscheibe bil- 
det, und wobei das Schild eine zur Kante der Halbleiterscheibe 
am nachsten liegende Begrenzung S mit einem Abstand A zum inne- 

10 ren Profilende E und eine zur Kante der Halbleiterscheibe am 
entf erntesten liegende Begrenzung aufweist, und der Schild die 

* vom Atzmittel angestromte Kante der Halbleiterscheibe entlang 

einer Strecke abschirmt, die sich in Richtung einer Dicke d der 
Halbleiterscheibe erstreckt und mindestens d + 100 ym lang ist. 

15 

Die Erfindung wird nachfolgend an Hand von Figuren naher erlau- 
tert . 

Fig.l zeigt den Ausschnitt einer Halbleiterscheibe in einer 
20 Schnittdarstellung . 

In Fig. 2 ist ein Randbereich der Halbleiterscheibe schematisch 
herausgestellt und mit einer idealen Ebene in Beziehung 
geset zt . 

f» Fig. 3 zeigt in allgemein gehaltener Form die erf indungsgemafie 
W5 Anordnung der Halbleiterscheibe und des Schilds. 

Fig. 4 zeigt mit einem Diagramm an einem Vergleichsbeispiel und 
drei Beispielen die Wirkung der Erfindung auf die Ebenheit der 
Ruckseite einer Halbleiterscheibe im Randbereich. 
Die Figuren 5 bis 12 zeigen verschiedene Ausf uhrungsf ormen der 
30 Anordnung der Halbleiterscheibe und des Schilds wahrend des 

Atzens der Halbleiterscheibe, wobei die Anordnung gemali Fig. 5 
dem Stand der Technik zuzurechnen ist. 

In Fig.l ist die Darstellung einer Halbleiterscheibe 1 auf de- 
35 ren Randbereich beschrankt, weil die Erfindung auf eine Ver- 
besserung der Ebenheit dieses Bereichs hinwirkt. Die Halblei- 
terscheibe 1 ist in Verbindung mit einem zweidimensionalen 
Koordinatensystem dargestellt, mit dessen Hilfe die relative 
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Lage der Halbleiterscheibe und des Schilds spater deutlich ge- 
macht werden kann. Bezugspunkt des Koordinatensystems ist das 
Zentrum der Halbleiterscheibe, die beim Atzen um dieses Zentrum 
gedreht wird. Der Rand R der Halbleiterscheibe befindet sich im 
Abstand eines Radius vom Zentrum entfernt und bildet den Umfang 
der Halbleiterscheibe- Er ist Teil einer mit einem Profil ver- 
sehenen Kante 4 der Halbleiterscheibe, das von einem formgeben- 
den Werkzeug, beispielsweise einer Prof ilschleif scheibe , in ei- 
nem sogenannten Kantenverrundungsschritt mechanisch erzeugt 
wird. Der dem Zentrum am nachsten liegende Ort des Profils ist 
als inneres Profilende E hervorgehoben . Die Kante der Halblei- 
terscheibe kann symmetrisch oder nicht-symmetrisch verrundet 
sein. Der erf indungsgemafi besonders interessierende Randbereich 
der Halbleiterscheibe liegt insbesondere im Abstand R-lmm bis 
R-6mm vom Zentrum der Halbleiterscheibe auf der Vorderseite 2 
und der Ruckseite 3 der Halbleiterscheibe. 

Beim Atzen wird die Halbleiterscheibe, die vorzugsweise im we- 
sentlichen aus Silicium besteht, einem Strom eines fliissigen 
Atzmittels ausgesetzt, das mit einer bestimmten Geschwindigkeit 
parallel zu der im Koordinatensystem gezeigten radialen Rich- 
tung zur Kante der Halbleiterscheibe stromt. Als Atzmittel kom- 
men sowohl alkalisch als auch sauer reagierende Losungen in 
Frage. Bevorzugt sind jedoch sauer reagierende Losungen, weil 
die Gefahr, durch sie metallische Verunreinigungen in das Halb- 
leitermaterial zu bringen, deutlich geringer ist. Ein besonders 
bevorzugtes Atzmittel enthalt wasserige Fluorwasserstof f -Losung 
und mindestens eine oxidierende Saure, besonders bevorzugt 
Salpetersaure, und gegebenenf alls weitere Zusatze. Besonders 
bevorzugt ist es auch, im Atzmittel kleine Gasblaschen zu dis- 
pergieren, um den Atzabtrag zu vergleichmaliigen . Dies kann bei- 
spielsweise entsprechend der Beschreibung in der US-5,451,267 
verwirklicht werden . 

Die vom Atzmittel angestromte Kante der Halbleiterscheibe ist 
mindestens teilweise in der erf indungsgemaften Weise abzuschir- 
men. Das bedeutet, dass mindestens ein Teil des in Stromungs- 
richtung des Atzmittels liegenden Umfangs der Halbleiterscheibe 
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abgeschirmt wird. Die Wirkung der Abschirmung auf die Ebenheit 
der Seitenf lachen der Halbleiterscheibe ist jedoch am groftten, 
wenn der in Stromungsrichtung des Atzmittels liegende Umfang 
der Halbleiterscheibe vollstandig auf die erf indungsgemalie 
5 Weise abgeschirmt wird. Dies ist daher auch besonders bevor- 

zugt. Andererseits ist es auch moglich, den Umfang der Halblei- 
terscheibe liber das Mindesterf ordernis hinaus teilweise oder 
vollstandig in der erf indungsgemafien Weise abzuschirmen . 

10 Der Fig. 2 lasst sich entnehmen, dass im Randbereich der Halb- 
leiterscheibe 1, insbesondere im Bereich von R-lmm bis R-4mm 
^ ein erhohter Materialabtrag zu verzeichnen ist. Dadurch ent- 
steht in diesem Bereich eine mehr oder weniger ausgepragte 
Abweichung von einer ideal ebenen Flache, an die es sich im 
15 Hinblick auf die Ebenheit bei der Formgebung der Vorderseite 
und der Ruckseite im Sinne eines Vorbilds zu nahern gilt. Da 
diese Abweichung auch durch eine anschlieftende Politur nur in 
begrenztem Mali zu beseitigen ist, ist es wtinschenswert , dass 
diese Abweichung nach dem Atzen moglichst niedrig ist. 

20 

Dies leistet das erf indungsgemalie Verfahren, wie es aus Fig. 3 
ersichtlich ist, dadurch, dass die vom Atzmittel angestromte 
Kante 4 der Halbleiterscheibe in Richtung senkrecht zur Stro- 
^ mungsrichtung des Atzmittels entlang einer Strecke abgeschirmt 
]m5 wird, die mindestens d + 100 jam lang ist, wobei d die Dicke der 
Halbleiterscheibe ist. Unter Bezugnahme auf das gezeigte Ko- 
ordinatensystem bedeutet das, dass das Atzmittel vor dem Errei- 
chen der Kante der Halbleiterscheibe daran gehindert wird, in 
radialer Richtung auf die Halbleiterscheibe zuzustromen, wobei 
30 die Hinderung in vertikaler Richtung des Koordinatensystems 

mindestens uber eine Lange entsprechend der Summe der Dicke d 
der Halbleiterscheibe und einer Strecke von 100 \im besteht. Urn 
dies zu erreichen, wird vorgeschlagen, vor der Kante 4 der 
Halbleiterscheibe einen Schild 5 anzuordnen, beispielsweise in 
35 der in der bereits genannten EP-1119031 A2 dargestellten Weise. 
Allerdings ist in Abweichung zu diesem Stand der Technik zu 
beachten, dass das Schild eine Dicke haben muss, die dem Erfor- 
dernis geniigt, den Strom des Atzmittels uber eine Lange ent- 
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sprechend der Summe der Dicke d der Halbleiterscheibe und einer 
Strecke von 100 ym zu blockieren. Besonders bevorzugt ist eine 
Anordnung der Halbleiterscheibe und des Schilds, die mit der in 
Fig. 3 gezeigten allgemeinen Darstellung in Einklang steht. Die 
Dicke d der Halbleiterscheibe 1 entspricht dem Abstand zwischen 
der Vorderseite 2 und der Ruckseite 3 der Halbleiterscheibe. 
Das Profil erstreckt sich vom inneren Profilende E liber eine 
Lange p bis zum Rand R der Halbleiterscheibe. Das Schild 5 
weist eine zur Kante der Halbleiterscheibe am ent f erntesten 
liegende, hintere Begrenzung und eine zur Kante der Halbleiter- 
scheibe am nachsten liegende Begrenzung S auf . Die Begrenzung S 
hat zum inneren Profilende E einen Abstand A, dessen Betrag 
vorzugsweise 10 mm oder kleiner ist. Die hintere Begrenzung 
kann entsprechend der gezeigten Schnittdarstellung in Bezug auf 
die vertikale Richtung des Koordinatensystems gerade oder abge- 
rundet sein. Dariiber hinaus kann der Korper des Schilds 5 einen 
entsprechend der Schnittdarstellung rechteckigen Umfang mit ei- 
ner gleichbleibenden Dicke t max aufweisen oder entsprechend der 
gestrichelt gezeichneten Option sich bis zu einer oder zu bei- 
den Begrenzungen hin verjungend ausgebildet sein. Der Grad der 
Verjungung kann sich zwischen der Dicke t max und einer Mindest- 
dicke tmin bewegen. Das Schild kann an der Begrenzung S eine in 
radialer Richtung vorgenommene Ausnehmung 6 aufweisen, die bis 
zu einer Tiefe y zu einem Boden G der Ausnehmung reicht. Wenn 
dieses Merkmal vorhanden ist, ist es besonders bevorzugt, dass 
die relative Lage von der Halbleiterscheibe und dem Schild so 
gewahlt wird, dass die Kante der Halbleiterscheibe in die Aus- 
nehmung hineinreicht , beispielsweise auch soweit, dass die Dif- 
ferenz E-S negativ wird. Die Lange des Schilds, also der Ab- 
stand zwischen der Begrenzung S und der hinteren Begrenzung 
betragt vorzugsweise 5 bis 200 mm, besonders bevorzugt 30 bis 
70 mm. 



Eine erf indungsgemaft geatzte Halbleiterscheibe zeichnet sich 
dadurch aus, dass ihre Seitenf lachen auch im Randbereich beson- 
ders eben sind. Dies wirkt sich natiirlich auch positiv auf das 
Ergebnis einer spateren Politur der Halbleiterscheibe aus, weil 
die Ebenheit der Halbleiterscheibe dadurch noch verbessert 
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wird. Die spatere Politur und gegebenenf alls zuvor und danach 
erfolgende Reinigungsschritte sind nach dem Stand der Technik 
auszufuhren. Es wird mindestens eine Politur von mindestens der 
Vorderseite der Halbleiterscheibe durchgef uhrt . Die Politur 
kann als Einseitenpolitur oder als Doppelseitenpolitur durchge- 
fuhrt werden. Bei der Einseitenpolitur der Vorderseite ist die 
Halbleiterscheibe mit der Ruckseite auf einer Tragerplatte 
fixiert, beispielsweise geklebt. Bei der Doppelseitenpolitur 
liegt die Halbleiterscheibe frei beweglich in einer Ausnehmung 
einer Lauf erscheibe . Die hohe Ebenheit der Ruckseite, die auch 
in deren Randbereich besteht, gewahrleistet , dass die Politur 
der Vorderseite eine Halbeiterscheibe erzeugt, die auf dieser 
Seite bis in den Randbereich hinein extrem eben ist. Mit einer 
nach dem Stand der Stand der Technik geatzten Halbleiterschei- 
be, die im Randbereich der Seitenf lachen weniger eben ist, kann 
ein solches Politurergebnis kaum erreicht werden, weil sich die 
lokal bestehende geringere Ebenheit im Randbereich der Rucksei- 
te auf die Vorderseite ubertragt und auch dort zu Abweichungen 
von der idealen Ebene flihrt. 

Wenn die Vorderseite mehrmals poliert wird, ist es zweckmafiig, 
die erste Politur als Abtragspolitur (stock removal polishing) 
und die letzte Politur als Oberf lachenpolitur (touch polishing) 
zu gestalten, die sich im Wesentlichen durch den bei der Poli- 
tur erzielten Materialabtrag unterscheiden, der bei der Ober- 
f lachenpolitur in der Regel bei 2 pm oder darunter liegt und 
bei der Abtragspolitur bis zu 10 jiin und mehr betragen kann. 
Zusatzlich zur letzten Politur kann die Halbleiterscheibe auch 
beschichtet werden, beispielsweise indem auf der Vorderseite 
eine epitaktische Schicht abgeschieden und/oder die Ruckseite 
mit einer Schicht aus polykristallinem Material und/oder mit 
einer Oxidschicht versiegelt wird. 

Eine besonders bevorzugte Prozesskette zur Herstellung der be- 
anspruchten Halbleiterscheibe umfasst das Abtrennen der Halb- 
leiterscheibe durch Sagen eines Einkristalls, das Verrunden der 
Kante der Halbleiterscheibe, gegebenenf alls das Schleifen der 
Halbleiterscheibe, das als Einseitenschleif en oder sequentiel- 
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les oder simultanes Doppelseitenschleif en ausgefiihrt sein kann, 
und/oder das Lappen, das nasschemische Atzen, gegebenenf alls 
eine Kantenpolitur , sowie das mindestens einmal ausgefiihrte 
Polieren der Halbleiterscheibe, zwischen den Prozessen erfol- 
gende Reinigungen und eine oder mehrere im Anschluss an die 
letzte Politur einer Seitenflache erfolgende Beschichtungen . 

Vergleichsbeispiel : 

Eine Vielzahl von Halbleiterscheiben aus Silicium wurde mit 
Hilfe einer Drahtsage aus einem Einkristall gesagt, gereinigt 
und einer Kantenverrundung unterworfen. Anschlieliend wurden die 
Halbleiterscheiben geschliffen, gelappt, und in Gruppen unter 
Rotation in einem, mit Gasblaschen angereicherten Bad eines 
saueren Atzmittels geatzt. Die Kanten der Halbleiterscheiben 
waren jeweils durch einen Schild abgeschirmt , der verhinderte, 
dass das Atzmittel direkt auf die Kante zustromen konnte. Die 
Anordnung einer Halbleiterscheibe und ihres Schilds ist in 
Fig. 5 skizziert. Bei diesem, dem Stand der Technik zuzurech- 
nenden Vergleichsbeispiel, hatte das Schild einen rechteckigen 
Querschnitt mit einer Dicke t max , die der Dicke d der Halblei- 
terscheibe entsprach . 

Beispiele 1 bis 8: 

Andere Gruppen von Halbleiterscheiben des gleichen Typs wie im 
Vergleichsbeispiel wurden unter gleichartigen Bedingungen ge- 
atzt mit dem Unterschied, dass der verwendete Schild im Ein- 
klang mit der in Fig. 3 gezeigten allgemeinen Ausf iihrungsf orm 
ausgebildet war. Die konkret verwendeten Ausf iihrungsf ormen sind 
in den Figuren 6 bis 12 skizziert. 

Die nachfolgende Tabelle fasst wesentliche Merkmale der im 
Vergleichsbeispiel und in den Beispielen verwendeten Anord- 
nungen zusammen: 
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Tabelle 1 





A 


Y 


tmax~d 


Un-d Tapering a 


Tapering b 


Shield 




(pm) 


(pm) 


(pm) 


(Mm) 






Rounding 


Comparative example 


350+p 


0 


0 


0 


no 


no 


no 


Example 1 


350+p 


0 


100 


100 


no 


no 


no 


Example 2 


350+p 


0 


950 


950 


no 


no 


no 


Example 3 


100 


450+ p 


1250 


1250 


no 


no 


no 


Example 4 


0 


350+p 


1250 


1250 


no 


no 


no 


Example 5 


0 


350+p 


1250 


1250 


no 


no 


yes 


Example 6 


0 


350+p 


1250 


100 


yes 


no 


no 


Example 7 


0 


350+p 


1250 


100 


yes 


no 


yes 


Example 8 


0 


350+p 


1250 


100 


yes 


yes 


yes 



Im Anschluss an den Atzschritt wurden samtliche Gruppen von 
Halbleiterscheiben gereinigt und einer Einseitenpolitur der 
Vorderseite unterzogen. In Fig, 4 ist das Ergebnis einer Unter- 
suchung bezliglich der Ebenheit der Riickseite der Halbleiter- 
scheiben im Randbereich fur die Halbleiterscheiben des Ver- 
gleichsbeispiels und der Beispiele 1 bis 3 in einem Diagramm 
verglichen. Es wird deutlich, dass die Halbleiterscheiben, die 
nach dem Stand der Technik behandelt wurden, das Kriterium der 
maximalen Abweichung der Ebenheit der Riickseite von einer ide- 
alen Ebene in einem Gebiet zwischen R-6mm und R-lmm der Riick- 
seite von 0,7 jam oder weniger nicht erreichten. 

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft zu Messungen (kapazitive 
Meftmethode, ADE9900, E+ mode) der lokalen Ebenheiten der Halb- 
leiterscheiben des Vergleichsbeispiels und der Beispiele 1, 2 
und 3, ausgedriickt als SFQR 95%. Das den Messungen zu Grunde 
liegende Raster bestand aus Quadraten (sites) mit einer Flache 
von 22 mm * 22 mm, der Randausschluss betrug 1 mm. Die Daten 
zeigen, dass bei Verwendung des erf indungsgemafien Verfahrens 
mit einer deutlich verbesserten Ausbeute an besonders ebenen 
Halbleiterscheiben gerechnet werden kann. Solche Halbleiter- 
scheiben eignen sich bestens fur eine Verwendung in der < 0,1 
Vim Technologie. 
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Tabelle 2 





Compara- 
tive 
Example 


example 
1 


example 
2 


example 
3 


SFQR 95% (pm) 
Nach Atzen 


1,91 


1, 35 


1,05 


0, 62 


SFQR 95% (vim) 
Nach Polieren 


0, 82 


0, 65 


0,47 


0,26 
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Paten tanspruche : 

1. Polierte Halbleiterscheibe mit einer Vorderseite und einer 
Ruckseite und einem Rand R, der mit dem Abstand eines Radius 

5 von einem Zentrum der Halbleiterscheibe entfernt liegt und 
einen Umfang der Halbleiterscheibe bildet und Teil einer mit 
einem Profil versehenen Kante der Halbleiterscheibe ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine maximale Abweichung der 
Ebenheit der Ruckseite von einer idealen Ebene in einem Gebiet 
10 zwischen R-6mm und R-lmm der Ruckseite 0,7 jam oder weniger 
betragt . 

2. Halbleiterscheibe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dass die maximale Abweichung der Ebenheit der Ruckseite von der 

15 idealen Ebene in dem Gebiet zwischen R-6mm und R-lmm der 
Ruckseite 0,5 \im oder weniger betragt. 

3. Halbleiterscheibe nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Vorderseite von einer epitaktisch 

20 abgeschiedenen Schicht gebildet wird. 

4. Verfahren zur Herstellung einer polierten Halbleiterscheibe, 
umfassend mindestens eine Behandlung der Halbleiterscheibe mit 
einem fliissigen Atzmittel und mindestens eine Politur von 

"1^5 mindestens einer Vorderseite der Halbleiterscheibe, wobei das 

Atzmittel wahrend der Behandlung auf eine Kante der Halbleiter- 
scheibe zustromt und wobei die vom Atzmittel angestromte Kante 
der Halbleiterscheibe gegen ein direktes Auftreffen des 
Atzmittels auf die Kante mindestens teilweise abgeschirmt wird, 
30 das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Kante der Halbleiter- 
scheibe entlang einer Strecke abgeschirmt wird, die sich in 
Richtung einer Dicke d der Halbleiterscheibe erstreckt und 
mindestens d + 100 \im lang ist. 

35 5. Anordnung bestehend aus einer Halbleiterscheibe und einem 

Schild, der vor einer Kante der Halbleiterscheibe platziert ist 
und die Kante der Halbleiterscheibe gegen ein auf die Kante 
zustromendes flussiges Atzmittel mindestens teilweise ab- 
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schirmt, wobei die Kante der Halbleiterscheibe mit einem Profil 
versehen ist, das sich von einem inneren Profilende E uber eine 
Lange p bis zu einem Rand R der Halbleiterscheibe erstreckt, 
und der Rand mit dem Abstand eines Radius von einem Zentrum der 
Halbleiterscheibe entfernt liegt und einen Umfang der Halblei- 
terscheibe bildet, und wobei das Schild eine zur Kante der 
Halbleiterscheibe am nachsten liegende Begrenzung S mit einem 
Abstand A zum inneren Profilende E und eine zur Kante der Halb- 
leiterscheibe am entf erntesten liegende Begrenzung aufweist, 
und der Schild die vom Atzmittel angestromte Kante der Halb- 
leiterscheibe entlang einer Strecke abschirmt, die sich in 
Richtung einer Dicke d der Halbleiterscheibe erstreckt und 
mindestens d + 100 pm lang ist. 

6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet , dass der 
Abstand A hochstens 10 mm betragt. 

7. Anordnung nach Anspruch 5 oder Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Begrenzung S eine Ausnehmung aufweist, 
die bis zu einer Tiefe y zu einem Boden G der Ausnehmung 
reicht, und die Kante der Halbleiterscheibe in die Ausnehmung 
hineinreicht . 

8. Anordnung nach einem der Anspruche 5 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die zur Kante der Halbleiterscheibe am 
entf erntesten liegende Begrenzung des Schilds abgerundet ist. 

9. Anordnung nach einem der Anspruche 5 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Schild einen Korper aufweist, der zu 
mindestens einer der Begrenzungen des Schilds hin verjungt 
ausgebildet ist. 
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Zusammenf as sung 

Polierte Halbleiterscheibe und Verfahren zu deren Herstellung 



Gegenstand der Erfindung ist eine polierte Halbleiterscheibe 
mit einer Vorderseite und einer Ruckseite und einem Rand R, der 
mit dem Abstand eines Radius von einem Zentrum der Halbleiter- 
scheibe entfernt liegt und einen Umfang der Halbleiterscheibe 
bildet und Teil einer mit einem Profil versehenen Kante der 
Halbleiterscheibe ist, wobei die maximale Abweichung der Eben- 
heit der Ruckseite von einer idealen Ebene in einem Gebiet 
zwischen R-6mm und R-lmm der Ruckseite 0,7 \im oder weniger 
betragt. Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfahren zur 
Herstellung der Halbleiterscheibe, umfassend mindestens eine 
Behandlung der Halbleiterscheibe mit einem flussigen Atzmittel 
und mindestens eine Politur von mindestens einer Vorderseite 
der Halbleiterscheibe, wobei das Atzmittel wahrend der Behand- 
lung auf eine Kante der Halbleiterscheibe zustromt und wobei 
die vom Atzmittel angestromte Kante der Halbleiterscheibe gegen 
ein direktes Auftreffen des Atzmittels auf die Kante mindestens 
teilweise abgeschirmt wird. Die Abschirmung erstreckt sich in 
Richtung einer Dicke d der Halbleiterscheibe und ist mindestens 
d + 100 jam lang. 
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